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I. WOLNIK, A. P. RAMSZA, J. MALINOWSKI: Oznaczanie zanieczyszczent organicz-
nych w niektdrych rozpuszczalnikach stosowanych w przemys$le elektronicznym

W pracy opisano oznaczanie metods chromatografii gazowej $ladowych stezer wody,
metanolu, izopropanolu, izobutanolu, etanolu, n-butanolu, kwasu octowego, octanu
n-butylu, octanu izobutylu, benzenu, tréjchloroetylenu, czterochloroetylenu, toluenu,
o-ksylenu, mieszaniny p- i m-ksylenéw i o-dwuchlorobenzenu w trojchloroetylenie,
acetonie, izopropanolu, octanie n-butylu | w ksylenie. Opisano réwniez stosowane
wypeinienia kolumn, warunki pracy i podano czasy retencji.

Dolne granice oznaczen wynoszg $rednio 0,005% wag., a wzgledne odchylenie stan-
dardowe pojedynczego wyniku nie przekracza 0,010.

E. KUJAWA: Mieszaniny tlenkowe Al;,05Mn0-SiO, do fgczenia ceramiki alundowef
Z metalami

Omoéwiono niektdre wiasciwosci mieszanin tlenkowych Al;03-Mn0-Si0, i badania

modelowych zlaczy ceramika alundowa — metal. Przedstawiono wplyw temperatury
} czas spiekania kompozycji tlenkowych Al,05-Mn0-SiO, na Ich strukturg.

T. DOBIECH, K. WACZYNSKI, S. KONCZAK: Badanie przydatnosci plytkowego 2rédla
domieszek arsenu do krzemu
W pracy przedstawiono wyniki badar nad technologia otrzymywania statego ptytko-

wego Zrodia arsenu oraz nad procesem dyfuzji planarnej do krzemu przy uzyciu tego
#rodia.

W. BLINKOW, J. MROWCZYNSKI, S. CENDROWSKI, T. DROZDZ: Badania niektdrych
parametréw procesu trawienia wybranych stali

Przeprowadzono proby okreslenia wptywu zawartosci wegla i niektérych wiasnosci
stali na parametry trawienia ksztaltowego. Wyniki badar moga znalet¢ praktyczne za-
stosowanie w produkcji masek cieniowych dla kineskopu kolorowego.
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I. WOLNIK, A P. RAMSZA, J. MALINOWSKI: Gas-chromatographic determination of
organic impurities in some solven applied in electronic industry.

In the paper gas-chromatographic determination of trace concentrations of water,
methanol, isopropanol, isobuthanol, ethanol, n-buthanol, acefic acid, n-buthylacetate,
isobuthylacetate, benzene, trichlorethylene, tetrachlorethylene, toluene, o-xylene,
mixture of p- and m-xylene and o-dichlorbenzene in trichlorethylene, acetone, n-buthy-
lacetate, isopropanol, and in xylene is described. Packing of columnes, workconditions
and retention times have been shown. Arerage determination limit is about 0,006%
and relative standard deviation is under 0,010.

E. KUJAWA: Compositions of the Al,05-MnO-SiO, system for sealing alumina cera-
mics to metais ‘

Some properties of compositions of the Ai;0,-MnO-SiO, system and investigations
seal of alumina ceramics — metal is described.

Influence of temperature and sintering time the compositions of the Aig0,-Mn0-Si0,
system on structure was investigated. 5

T. DOBIECH, K. WACZYNSKI, S. KONCZAK: /Investigation of use the solid planar so-
urce to dope silicon with arsenic

In this paper the results of investigatiop on solid planar arsenic source technology and
doping silicon from these sources have been prasented.

W. BLINKOW, J. MROWCZYNSKI, S. CENDROWSKI, T. DRO2DZ2: The investigations of
some parameters of steel etching process
it has been attempté to investigate of influence dependences between carbon concen-
tration and some steel parameters in etching process of steel. The investigations may
be used in practice in shadow masks for colour tube production.
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. BONbHUK, A. N. PAMUJA. A. MANTUHOBCKMW: /. az-xpoMamoepaghuyeckoe onpe-
OeneHue opzanuveckux npumecel e HEKOMOopsiX pacmeopumenax ynompebnae-
MBIX 8 371BKMPOHHOU NPOMBILUIEHHOCIMIU

B paGote onucan ras-xpomaTtorpacduueckuil meton ONpeneneHnA cCnenoBbiX KONW-
4BCTB BOAbI, M@TaHONa, n3onponaxona, naobytaHona, ykcycHol kucnoTel, SyTunaue-
Ta1a, n3o0yTunauerata, 6eH30Na, TPUXNOP3TUNEHA, TETPAXNOPITUNEHA, Tonyona, O-
KCMNOna, cMecu p-u M-KCMNONOB, O-ryxnNOpPGEeH3ONa B TPUXNOPITUNEHE, aueToHe,
“3onponanone, GyTunauetaten B8 kcunone, OnucaHbl TOXXE HaCAAKM KONOHOK, YCNO-
BUA paboTtei W nonaHo Bpema peteHunn. HwxHue rpaHuubt oNnpeaeneHnA OKONo
0,005%, a penATMBHOE CTAHAAPTHOE OTKNOHEBHNE HUXE 0,010

E. KYABA: Komnoauyuu Al:05+Mn0O-Si0; dmr coedurenuli anyndoeod xepamuxu
c Mamannomu

MpeacTaBneHbl HekoTOpbie 0cOGEHHOCTH Komnoanuni Al;0,-Mn0O-S10, v uccneao-
BaHLI MOAETbHLIE COeAUHEHNA KepamMuKka-meTann. UccnenosaHo anvaHHe TeMnepe-
TYPbi H BPEMEHHW cnekaHnA KoMnoanunin Al;0,-Mn0O-Si0, Ha ux cTpykTypy.

T. AOBEX, K. BAYUHbLCKW, C. KOHbYAK: Mccnedoeonue npu2odHOCMU NNAcCMUH-
Yamo20 UCMOYHUKG NPUMBCE( MbILUBAKG 8 KpEMHUL

B pa6ote npeacTannens: peaynsTatei uccneaoaaHni a oBnNacTM TeXHONOMH nonyve-
HWA NOCTOAHHOrO NNAacTUHYATOr0 WMCTOMHWKE MbilibAKAE H npouecca avddyavn
B KPEMHWUMN NPYU NPUMBHEHWW TOro e MCTONHVKA.

B. BMUHKOB, A. MPYBYAHBLCKMU, C. UEHAOPOBCKW, T. APOXK: Mccnedoearun He-
KOMOopbIX NAPOMEMPO. NPOUBCCA MPABNEHUR CMAMN

Caanaxa NONbLITKAa MCCNBAOBAHNA ANMAHUA COABPIKAHNA yrnepoAa v HeKoTopbix Na-
PamMeTpoB CTanu Ha NPouecc pOIMEPHOro TPaBnNeHWA cTanu. PeaynsTaTe Mccneaona-
HUA MOIYT MMETb NPAKTUNECKO® IHAYEHNE NPV NPOAYKUMKM ,,TeHeBON'' Mackn anA
UBETHLIX TeNE8BNIOPOB.




INFFORMACIA DL/, AUTOIOW

W celu ulstwienie prec redakkeyjnych zwigqzony<h 2 przydotowaniem materia-

h dc druku redakeja prosi Autordw o przestrzedsnie nizej podanvch wskazd-
wele:

1.

2,

7,

10.

Objglasdcl artykutdw w zacadzie nie powinny prvzckraczeé 10-15 stron ma-
szynopisu,

Artykuly powinny byé napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4,
jednostronnie z Interlinia (<o drugi wlersz), z marginesem 3,5 cm z lewef
strony, duza czcionky. Na arkuszu nie powinno byl wigcej niz 31 wlersay
po €65 znekéw. Wsazvstkie strony powinny by< numerowane.

Na inarginesle tekstu nalezy zaznaczyé miejsca, w ktérych powinny byd
umieszczone rvsunki i tabele,

Wszystcie tapele | zestawienia (unikaé zbyt duzych) nalezy wykonywad
oscuno (nie w maezynopisie catego artykutu), w 4 egzemplarzach na od-
dzielnych arkuszach { numerowaé kolejno. UJ géry kazdej taheli podal ty-
tut objafniajgcy.

Artykuty nalezy nadaytaé w 4 epgzemplarzach; powinny byé dolaczone do
nlch krétkle streszczenia w jezyku polskim, rosyjskim i angielsklm (réwniez
w 4 egzemplarzach), :

Artykulty powinny w casodzie byé podzielone logicznie na czeéci, & w
czeécl korhcowsj winny by¢ sformutowane wniosikl. Tytuitéw rozdziatdv. nie

.nalezy podkreslaé, W misre moznosci unikaé podziatu crtyitutu na oddzielnie

zatytulowane cze#dci.

Rysunki powlnny byé nadsaytane w 1 egzewplarzu, nie wklejone do tekstu,
lecz zalaczone oddzielnie w usztywnionej kopercie, Spisy rysunkéw zawie-
rajgce teksty napiséw pod rysunkami nalezy asporzadzaé oddzielnie (nieza~
leznie od tekatu artykutéw), w 4 egzemplarzach. Rysunki nalezy wykorywac
na przezroczystej kalce drukarsklej. '

EBotoarafie powinny byé ostre i wykonane na biatym Liyszczacym papiorze
fotograficziiym. Numery fotografli | powiekszenie nalezy podawaé na odwro-
cie - oldwkiem. Numeracja nalezy objaé rysunki i fotografie taczria (nie
slosowaé oddzielnej numerscji dia rysunkéw i oddzielnej dla fotugraiii).

Po zalkonczeniu artylzuju nalezy podaé wykaz lteratury, vivniieninjac koleino
nazwislko autora | pierwsze litery imion, peiny tytut dzleta lub artyleuhy, tytud
<zasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rolk, ewentualnje numer
strony. Pozycje wylkazu literatury winny byé numerowane, w tekécie powo-
tania na numer pozycjl v nawlasach kwadratowych, np. [1].

Stownictwe techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejazych oznaczen wiel-
knéci we wzorach itp. powinny bhy€ zgodne z terminologla przyjgtsg przez
Polskie Normy, Miedzynarodowy Ulitad Miar (S1) oraz =z innymi obovingzuja-
cyni przepisami.

Muszynopla powinien by¢ bezwarunkowo przéjrzany i czytelnie poprawiony
nrzez Autora. Poprawek na stronie nie powinno byé wigcej niz 5,

Redakcja zastrzepns sobie prawo przeprowadzenia drobnych zmian rvedal:-
cyjnych, niezbednych skrétéw, korekty stylistycznej iip.

Fakt nadestcnia pracy dd wydrukowanla w "Materiatach Elektronicznych®
uwazany jest za révmoznaczny z céwiadcezeniem Autora, ze praca nie lryla
drukowana ani wysiana do- drukowania w zadnym innym czasopi$mic lirajo-
wym lub czagranicznym.

Autorzy pioszeni 33 o dokiadne podawanie adresu i numeru telefon:t celem
tatwiejszego porozumiewenia sie i ewentualnego przeslania nalézneqos hono-
rarium,



\
SEYNTHZMIC MATERIALS FOR ELECTROHNICS
pod redakcjg
BJakavilewa, A.Szymarisklego, W Wicsliskiego
ss., 1-350, cerna zi, 1390,~

Roiazlta zostala wydsna w lisicpadzie 1981 r. przez Elsevier Scientliic Publls-
hing Company i Pahisiwowe Wydawnictwvo Naukove,

Zamleszczono w nlef prace prezentowane w tzasie IT Miedzynarodowej Szkctly
Letnie] na temat Materialdw Syntetycznych dla elektronikl, Orgarizatorami Szkoly
byt Inatytut Technologll Materlatdéw Elektronicznych, Migdzynarodowy Inatytut
Nauki o Splekaniu w Belgradzie i F.omitet Naukl o Materiatach FAN,

Prace utoiono tomatycznie, kole;ne rozdzialy to: "Podstawy teoril procesdw
splekania", "Siplokanie zwlgzkéw trudnotopliwych®, Tworzywa certmiczrie uzywa=
v% w alekironice | wybrane metody badari matérialéw gplekanych',

Autorzy wlelu opublikowanych tu pitac to najwybltniejsl specjalidci z USA,
ZZRR, Jugosiawil, Czechosk‘)wacjl, c-x takze Szwecjl, Indil 1| Foiaki.

ZeavSyno peziom prezentowanych ‘prac, jak | staranne ich wydanle up.owaznia
s do polecenia tej pozycjl, ktéSra stanowl réwnlez dowdd dorobku ITME,
Kslazke SYNTHETIC MATERIALS FOR ELECTRONICS mo%na kuplé¢ w ksiegarni
vizorcowe] PKIN w Warazawte,

Redakcja ME
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